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第 2 章では、 MOCVD 法 (meta1 organic chemical vapor deposition 法)による InGaN 混晶半導体結晶成長の熱
力学的考察に基づいて組成分離の進行フ。ロセスを明確にした上で、組成ゆらぎ発生を検討するために、相分離のダイ
ナミクスを記述する CHC 方程式 (Cahn-Hilliard -Cook 方程式)を用いることの有効性について述べた。さらに、本
























(l)CHC (Cahn-Hilliard-Cook) 方程式を用いた CDS (Cell Dynamical System) 解析結果において、発光素子の
量子井戸構造活性層として用いられる 1nGaN ではドット状のパターン形成が見られ、欠陥における 1n の偏析や格子
定数の違いによる歪エネルギーの寄与を考慮しても、同様のドット状パターンが形成されることを明らかにしている。








(3)1nGaN 量子井戸構造活性層に見られる形成ノぐターンの実験結果と計算結果との比較により拡散係数 L を算出す





成長に通用するために、 C 面から傾斜し、ステップ構造を有する表面上での結晶成長を提案している。さらに C 面か
ら傾斜した表面を持つ GaN 基板の利用や、選択成長によって生じるファセット構造の利用により、組成ゆらぎを低
減する発光素子構造が実現できることを示している。
以上のように本論文は、 1nGaN 混晶半導体における組成ゆらぎのメカニズムを明らかにし、拡散の効果を増大させ
ることにより組成ゆらぎを低減する手法を示しており、 1nGaN 量子井戸構造活性層を有する青紫色~緑色発光素子の
光学的特性改善に大きく寄与するものである。さらにこの改善により、これらの発光素子を用いるシステムの高性能
化にも道を拓くものとなる。よって本論文は、博士論文として価値のあるものと認める。
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